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AAZ 13

GERMANIUM - GOLDDRAHTDIODE
filr HF - Mischatufen

Mechanische Daten:

Gehfuse ; Allglas, DO-T
Farbring: EKatodenseite

MaBangaben in mm.
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Eurzdaten:
Sperrapannung I!R = mMAX, av
DurehlaBatrom, Mittelwert IF gy = max, 20 mA
lunrchlaBatrom, Scheitelwert Ip y = max. 50 mA
DurchlaBapanoung bei Ip = 10 mA, ¥ = 25 oy FF = 0,5V
Eleinsignalkapazitiit bei Ug = 3 V C = 1,3 pF
5|rﬂrrtrrzugn1ndung
beim Umechalten von Ip = 10 mA auf U = 6 ¥ Q= = 20 pAs
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AAZ 13

Absolute Gremzwerte:

bei Bp_= 25 °C  bei 5y = 60 "C

Sperrspannung : Uy = mMOXs B B v
DurchlaBatrem, Mittelwsrt: Ip 4y = max. a0 20 mA l]
Durchlastrom, Scheitelwert: Ip y = max. 100 50 mA 2)
Sperrachichttemperatur: *y = MAEas T5 o
Lagerungstemperatur: &S = ming =65 o0

fg = maxs 75 oc

WErmew ideratand :

WErmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: By @ H 0,56 grd/mW

Statische Kennwerte: (bei 5y = 28 O, sofern nicht anders angegeben)

DurchlaBapannung bei Ip = 1 mA: Up = 270 (5 120) mv )
bei Ip = 10 mA: Tp = 500 (S 600) mv *)
bei Ip = 30 mA: Up = 600 (51000) mv *)

Sperrstrom bei Tp = 3 Vi Ig= & [5 25) ua *)
bei Ug = & V, %5 = 60 "C: Iz = 40 (5 B5) uA
bei Up = 8 Vi Ip = 30 (& 150) 44 *)
bei Ug = 8V, 8y = 60 “C: Ig = 190 wh

*) AQL = 0,65 %
1} Integrationszeit tye = max, 50 ms

2] Impuladaver maxz., 5 ms
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Dynamische Hennwerte: {h!i E'-u = 28 uﬂ}

Kleinsignalkapazitiit

hei Llnnl'lr': C = 3,2 pF

bei Up = 3 ¥: €= 1,3 (5 2,0) pF
i MebBechaltung fllr Qg
Sperrverzugs ladung } bei IF = 10 mA
gemessen bei einer AbTallzeit fllr 1
von & 5 nay =Uy = 5 ¥, Hﬂ = 500 Q.

Beim Einschalten auf ]r = 20 mA ist

Up w = 0,7 (£ 1,3) v,
gemessen bei einer Anstiegszeit ffir
1. ven 5 ne und an 10 mm langen An=
schlubdrihten,

Iy: 2zu messende Diode
Dy: Diode mit niedriger Sperrverzugs—
ladung (z.B. ausgesuchte AAT 13)

DS’ Dicde mit niedriger Durchlal-
spannung (z.B. 0& 47)

1] In der angegebenen MeBschaltung flieBt wMhrend des Impulses der Strom Tp
Uber Dy, Dy und Ry. Die Gr8de von Ip wird durch Spamnungsmessung an den
Anschlllssen 1-1 ermittelt. In der Impulspause bewirkem die in der Dio-
de [y gespeicherten Ladungstr¥ger einen StromfluB ven Masse fiber C, Dy,
Dy, Ry mmch -Uy, wodurch C aufgeladen wird. Da die Dauver dieses Stirom=
flusses klein gegenflber CRy ist, 1HBt sich die Sperrverzugsladung aus
der Gleichung @ = C+Uyy y berechnen, Hierin ist UEE y der Scheitelwert
der in der Impulspause an den Anachlilssen 2-2 auftretenden Spannung.
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